POLSKA OPIS PATENTOWY (148653

RZECZPOSPOLITA
LUDOWA CZYTELNIA

Patent dodatkowy
do patentu nr

Urzedu Paterioweqo
Prlsimy R0peovgee. om0 Lo

Zgtoszono: 84 04 20 (P. 247346)

Pierwszernistwo

Int. CL* HO3B 5/26

URZAD
PATENTOWY Zgtoszenie ogloszono: 85 10 22

PRL Opis patentowy opublikowano: 1990 03 31

Twércy wynalazku: Zbigniew Potocki, Wrodzimierz Zbieranowski

Uprawniony z patentu: Polska Akademia Nauk-Instytut Pizyki, Warszawa (Polska)

GENERATOR Z PODZIAZLEM PRADU SPRZEZENIA ZWROTNEGO

Przedmiotem wynalazku jest generator drgan wysokie) czestotliwosci, w ktérym prad
ptynacy w obwodzie sprzszenia zwrotnego ulega podziatowi.

W znanych generatorach wysokiej czgstotliwosci, prad pPXynacy W obwodzie sorzeze-
nia zwrotnego w cao$ci bierze udziat* w procesie generacji. Prowadzi to do niestabilnosci
czestotliwodci oraz amplitudy napigcia na obwodzie rezonansowym, ktére wprowadzajy do pra=-
cy generatora zakfdcenia pogarszajjce jego wasnosci. Efekt ten wystepuje tym silniej, im
nizsze Jest napiecie generowane, a ponizej pewnej jego wartosci progowej uzyskanie stabil-
nych warunkéw generacji jest niemozliwe.

Istota rozwinzania, wedtug wynalazku, jest generator z podziatem pradu sprzezenia
zwrotnego. Generator ten w pgtli sprzgienia zwrotnego zawiera ekranowany rezystor potaczo-
ny jednym koricem z wejsciami dwdch tranzystordw oracujacych w ukradzie podziatu pradu.
Wyjscie jednego tranzystora potaczone jest z obwodem rezonansowym generatora, a wyjscie
drugiego tranzystora jest uziemione dla pr3déw zmiennych. Drugi koniec rezystora doXaczony
Jest do wzmacniacza pradowego. Generator wedXug wynalazku charakteryzuje sie wysoks sta-
bilnoscis i szerokim zakresem generowanej czestotliwosci oraz niska zawartodcia harmonicz-
nych napigcia wysokiej czestotliwosci. Generator wedtug wynalazku w przykZadzie wykonania
Jest przedstawiony na rysunku, ktdéry pokazuje jego schemat elektryczny.

Obwdd rezonansowy LC gensratora potaczony Jest z kolektorem tranzystora T,. Napig-
cie w.cz. U na kolektorze tego tranzystora steruje wzmacniaczem pradowym KI, porzczonym w
punkcie M z Jjednym Xorcem opornika sprzezenia zwrotnego R znajdujgcego sie w ekranie EK,
Drugi koniec opornika R poXaczony jest natomiast w punkcie M z emiterami tranzystordw T1
i Tz. Kolektor tranzystora TZ Jest dla oraddéw zmiennych uziemiony., Ukad wzajemnych pota-
czed tranzystordw T1 i T2 vowoduje, ze prad sprzgienia zwrotnego I jest dzielony na czesé
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L I ptynacy przez tranzystor T, i zasilajaca obwdd LC generatora oraz na czesé (1 - oL)I
uziemions przez tranzystor Ty. Emitery E obu tranzystordw T, i T, zasilane s3 przez opor-
nik R napigeiem -U, 'a ich bazy sterowane sg tak, aby mozna byto ustalié wybrany wartosé
napigcia w.cz. U na obwodzie LC, Taki uklad sprzg¢zenia zwrotnego w generatorze wcdtug wy-
nalazkﬁ, powoduje jedynie niewielkie zmniejszenie dobroci obwodu rezonansowego, w wyniku
czego zalezy ona gtdéwnie od parametrdéw cewki L i kondensatora C. '

Umieszczenie opornika R w ekranie wptywa na zmniejszenie szkodliwego przesunigcia
fazy pradu sprzezenia wzglsgdem napiecia generowanego. PodziaX pradu sprzgzenia zwrotnego I
moze byé tak dobrany, aby generator pracowar w warunkach optymalnych, zapewniajacych niz=-
sze w poréwnaniu ze znanymi generatorami napiecie generacji U oraz nizsza zawartosé harmo-
nicznych generowanego napiecia w.cz. na obwodzie ILC, ’

Zastrzezenie patentowe

Generator z podziaXem pradu sprzgzenia zwrotnego zawierajacy obwdd rezonansowy i
wzmacniacz pradowy, znamienny tym, 2e w pgtli sprzgienia zwrotnego ma ekra-
nowany rezystor (R) potaczony jednym kodcem w punkcie (M) z emiterami pracujacych w ukra-
dzie podziaXu pradu tranzystordw (T1 i TZ)' orzy czym kolektor tranzystora (T1) potaczony
jest z obwodem rezonansowym (LC), a kolektor tranzystora (TZ) jest uziemiony dla praddw
zmiennych, natomiast drugi koniec rezystora () doXaczony jest do wyjscia wzmacniacza

pradowego (KI).
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